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１．概要（Summary） 

我々は民生用途に応用できる赤外線センサを目的とし

て Mg2Si を用いた pn 接合フォトダイオード（PD）の作製

を行っている [1]。現在、p 層側から入射する構造の PD 

の作製を行っており、その際の表面電極を形成する目的

でフォトリソグラフィ技術を用いた。本報告では露光装置

およびスパッタ装置を用いて表面電極の形成を行った結

果を報告する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置、全自動スパッタ装置 

【実験方法】 

Fig. 1 に今回作製した PD の構造を示す。 

自大学にて裏面電極をもつ n 型 Mg2Si 基板上に p 層

を形成することで pn 接合を形成した。その後、p 層の周

りにウェットエッチングを行うことでメサ構造を形成した。そ

の試料に、NIMS 微細加工 PF にてリフトオフプロセスに

よる電極形成を行った。具体的には、レジスト材を塗布し

た試料に高速マスクレス露光装置を用いて電極パターン

の露光を行った。現像後、全自動スパッタ装置を用いて

金属膜を堆積させ、最後にリフトオフを行うことで表面電

極を形成した。作製した PD については自大学にて電流

電圧特性などを評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した表面電極の状態はパターンの崩れなども見ら

れず良好であり、リフトオフプロセスによる電極形成を行う

ことができた。今回、最小で 5 m の幅を持つ電極パタ

ーンを試したが、こちらもパターン崩れなどの無い良好な

電極を作製することができた。フォトリソグラフィ技術を利

用できるようになったことで、これまで以上にデバイス構造

の自由度が広がったと感じている。また、作製した PD の

電流電圧特性を自大学にて測定を行ったところ、明瞭な

整流性が確認できたため、今回の作製プロセスで表面電

極が問題無く作製できたといえる。さらに、赤外光を p 層

側から入射したところ光電流が得られ、フォトダイオードと

して動作することを確認した。 
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Fig. 1 The schematic of the photodiode. 


